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Wynalazek dotyczy prostego ukiadu blokady szumow
* wlasnych tranzystorowych odbiornikéw radiokomunika-
cyjnych o modulowanej amplitudzie, o duzej czulosci i
duzym poziomie szumoéw wlasnych. Zastosowanie wyna-
lazku pozwala na nieskomplikowana ukladowo blokade
szumoéw wlasnych odbiornika, a wigc uzyskanie ciszy w
stuchawce lub glosniku obstugujacego przy braku sygna-
hu to jest w czasie nastuchu.

Brak blokady szumoéw wlasnych powoduje fizjologicz-
ne zmeczenie obstugi odbiornika radiokomunikacyjnego
na skutek ciagltego stuchania szuméw. Aktualnie najcze-
§ciej stosowane i najbardziej rozbudowane uklady bla-
§ciej stosowane i najbardziej rozbudowane uklady blo-
kady szuméw w odbiornikach radiokomunikacyjnych
wymagaja stosowania dodatkowo dwu stopni z elemen-
tami czynnymi lampami lub tranzystorami.

Pierwszy dodatkowy stopieni stanowi wzmacniacz szu-
moéw, ktére po wyprostowaniu i uzyskaniu wartosci sred-
niej steruja jednostanowy przerzutnik polaryzujacy
wzmacniacz m. cz. powodujac jego zatkanie przy braku
sygnatu na wejsciu odbiornika. Pojawienie si¢ sygnahu
na wejSciu odbiornika dostatecznie duzego powoduje
uzyskanie na dodatkowym detektorze skladowej stalej
zatykajacej wzmacniacz szuméw i zmian¢ stanu prze-
rzutnika.

Z uwagi na znaczny prog dzialania blokady konieczne
jest wprowadzenie regulacji dzialania blokady utrudnia-
jac obstuge. Dos¢ czesto Tole przerzutnika speilnia prze-
kaznik powodujac odlaczenie wzmacniacza m.cz odbior~
nika od detektora.
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Celem wynalazku jest wykonanie prostego i nieskom-
plikowanego uktadu do blokady szuméw ‘wilasnych od-
biornikéw tranzystorowych co umozliwia uzyskanie ci-
szy w stuchawce lub glosniku bez strat czutosci.

Istota wynalazku polega na tym, ze uklad blokady szu-
méw wilasnych tranzystorowych odbiornikéw radioko-
munikacyjnych zawiera w obwodzie bazy detektor dio-
dowy umieszczony w pierwszym stopniu wzmacniacza
malej czgstotliwosci, pracujacego najkorzystniej w ukla-
dzie wspoélnego emitera, w celu uzyskania skladowej sta-
lej pradu uzyskanej z detekcji fali nosnej i spolaryzowa-
nia zlacza baza emiter pierwszego stopnia wzmacniacza.
Przy braku sygnatu fali no$nej na wejsciu odbiomika,
brak polaryzacji powoduje stan zatkania tranzystora i
minimalne wzmocnienie tego stopnia, co uniemozliwia
dalsze wzmocnienie szumow.

W wynalezionym uktadzie nie stosuje si¢ zadnych do-
datkowych stopni zbednych przy odbiorze sygnalu. Wy-
korzystuje si¢ wspotdziatanie uktadu detekcji z pierw-
szym stopniem wzmacniacza m.cz. wprowadzonym w
stan pracy skltadowa stala uzyskana z detekcji fali nos-
nej. Minimalna sktadowa stala uzyskana z ukladu de-
tekcji diodowej szeregowej jest wystarczajaca dla wpro-
wadzenia w stan przewodzenia pierwszy stopiefi wzmoc-
nienia niskiej czgstotliwosci, tak wigc czulod¢ jest ogra-
niczona nie progiem dziatania blokady a parametrami
diod detekcyjnych. Uklad nie powoduje strat czutosci,
poniewaz wymagane mapigcie polaryzacji zlacza tranzy-
stora jest mniejsze od uzyskiwanej w ukladzie detekcji
diodowej najmniejszej sktadowej stalej (parametry diod).
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We wszystkich wariantach ukladu pierwszy stopien
wzmacniacza m.cz. jest samoistnie zatkany przez brak
polaryzacji Ugg, uzyskiwanej dopiero z detekcji odebra-
nego sygnatu pozadanego.

W odbiomikach o wielkiej czestotliwosci i znacznym
wspélczynniku szuméw stosuje si¢ dodatkowa regulacje
bariery blokady za pomoca oporowego dzielnika napie-
cia poglebiajacego stan zatkania tranzystora przez uzy-
skanie dodatkowej polaryzacji wstgpnej bazy lub emi-
tera.

Uktad wedlug wynalazku jest przedstawiony na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia uklad blokady z

tranzystorem p-n-p w ukladzie wtérnika emiterowego

z szeregowym ukladem detektora diodowego. W ukla-

" dzie tym duza opomo$¢ wejSciowa wtérnika nie obcia-

za detektora.

Uktad wykazuje mate znicksztalcenia nieliniowe i sto-
suje si¢ w odbiorniku z zasilaniem plusowym na masie.
Spadek napigcia na opomiku w emiterze jest funkcja
sygnatu wejsciowego i moze by¢ napigeciem regulacji au-
tomatycznej ARW.

Fig. 2 przedstawia uklad blokady szuméw z tranzy-
storem n-p-n w uktadzie zasilania z minusem na masie.
Pozostale cechy jak w ukladzie na fig. 1. Fig. 3 uwi-
dacznia uklad blokady szuméw z tranzystorem germa-
nowym p-n-p z poglebionym stanem zatkania tranzysto-
ra przez uzyskanie stalej wstepnej polaryzacji Ugg uzy-
skanej z dzielnika Ry i Rp. Dzielnik ten moze by¢ za-
zastosowany w kazdym wariancie ukladu przedstawio-
nym na fig. 1, 21 4.

Na fig. 4 jest przedstawiony uktad blokady szuméw
z tranzystorem p-n-p w ukladzie wspolnej bazy z nie-
blokowanym opornikiem w bazie dla uzyskania wigk-
szej opornosci wejsciowej mniej ttumiacej detektor, oraz
ujemnym sprzgzeniem zwrotnym dla zmniejszenia znie-
ksztatceni liniowych i nieliniowych.

Dzialanie uktadu jest nastgpujace. Przy braku sygnatu
na wejéciu odbiornika jego szumy wlasne niepodlega-
jace detekcji z powodu bardzo szerokiego widma czgsto~
tliwosci przedostaja si¢ z ukladu detekcji D,Cd,Rd na
pierwszy stopien wzmocnienia malej czestotliwosei T,
ktory jest w stanie zatkania z powodu polaryzacji zta-
cza baza emiter. Tranzystor T w tym stopniu wzmoc-
nienia pracuje w ukladzie WC — wtoérnik emiterowy lub
WB ze wspélna baza. Brak polaryzacji ztacza zapewnia
blokade dla szuméw o amplitudzie mniejszej niz 0,2 V
dla tranzystoréw germanowych i okoto 0,8 V dla tran-
zystoré6w krzemowych.
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Dla odbiornikéw o wielkiej czgstotliwosei i znacznym
wspotczynniku szuméw jest mozliwa dodatkowa regu-
lacja bariery blokady przez poglgbienie stanu zatkania
przy pomocy dzielnika R; Ry na fig. 3. Pojawienie si¢
sygnatu na wejsciu odbiornika i po jego dalszym wzmoc-
nieniu powstaje na detektorze diodowym DCyq Ryq w ukta-
dzie detekcji szeregowej sktadowa stala oraz obwiednia
modulacji. Sktadowa stala polaryzuje zlacze baza emi-
ter tranzystora T wprowadzajac go w klas¢ A. Najkorzy-
stniejszym ukladem pracy pierwszego stopnia wzmocnie-
nia m.cz. jest uktad WC — wtomik emiterowy zapewnia-
jac dostatecznie duza opornos$¢ wejsciowa (fig. 1,2,3) be-
daca funkcja wzmocnienia tranzystora h2le i rezystencji
Re, oraz dostatecznie mata oporno$¢ wyjsciowa dostoso-
wana do mastgpnych stopni wzmacniacza tranzystorowe-
go.

Rezystory Re i RC zabezpieczaja tranzystor T przed
stanem mnasycenia w przypadku wzrostu sygnalu polary-
zujacego. Ponadto spadek napigcia na rezystorze Re jest
funkcjp sygynalu wejsciowego i moze by¢ wykorzystany
do automatycznej regulacji wzmocnienia — ARW.

Tak wigc dopiero spolaryzowany tranzystor T pierw-
szego stopnia przenosi sygnat obwiedni modulacji do
dalszego wzmocnienia. Na wyjsciu odbiornika otrzymu-

" jemy sygnal korespondencji bez koniecznosci ciaglego

stuchania szuméw i zaktocen.

Uklad zastgpuje z bardzo duzym powodzeniem stoso-
wane dotychczas skomplikowane w budowie i obstudze
uklady blokady szuméw powodujace niepotrzebne straty
czutoéci odbiornika.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad blokady szumoéw wlasnych tranzystorowych
odbiornikéw radiokomunikacyjnych o modulowanej am-
plitudzie znamienny tym, ze zawiera detektor diodowy
(D,Cd,Rd) umieszczony w obwodzie bazy w pierwszym
stopniu wzmacniacza malej czestotliwosci, pracujacego
najkorzystniej w ukladzie wspdlnego emitera, dla otrzy-
mania z detektji fali nosnej sktadowej statej pradu, ktéra
wykorzystuje sie do polaryzacji ztacza baza emiter tran-
zystora (T) pierwszego stopnia wzmacniacza.

2. Uktad wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze do bazy ’
lub emitera tranzystora (T) ma dotaczony dzielnik napig-
cia (R1, Rg) o zmiennym stosunku oporéw dla dodatko-
wej polaryzacji wstgpnej bazy lub emitera celem pogle-
bienia stanu zatkania tranzystora (T).
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